Verwendung: Germanium-pnp-Leistungs-

transistor fiir Schaltanwendungen bis 60 V GD 130*
im Niederfrequenz-Gebiet fiir Umgebungs-

temperaturen ¢, bis 65°C

Standard: TGL 200-8240

Abmessungen: Bauform D 2, TGL 11 811
Mosse ~ 12 g

Zul@ssige Hochstwerte
fur da = 45°C
-Ucso = 66V lc = 13A
-Ugso = 10V lE = 15A
-Ucer = 60V I8 = 02A
bei Ree = 100 2 # = 75°
-Uces = 56V fa = 65°C .
Kennwerte fiir #a = 25°C -5 grd Wirmewiderstand Rmi = 15 %\F
. -_| m
| Min Typ l Max ‘ MeBbedingungen verstairkungs
| gruppen
Reststrome
-lceo | 16pA 30pA | -Ucs = 6V
-lceo | | 250 pA 1000 2A | -Uce = 6V
-Ices J 100 A ’ -Uce = 6V
-ICEs | | 1000 pA | -Uce = 66 V
-leBO 100 pA ] -UeB = 10 V
Ubergangsfrequenz
|
fr ‘mn thlﬂuoth| | -Uce =6V, -lc =01 A
|
Séttigungsspannung
-UcCEsat ’ ] 0,35 V r 0,50 vV l -lc=1A, -l = 12; mA
Basis-Emitter-Spannung
-Use | 03V | 044 Vv ' -UCE = 6 V, +Ic = 100 mA
-Use | 05V |070V UceE = 2 V, -Ic = 500 mA
Gleichstromverstéirkung
| |
B 20 | | -Uce = 6 V, -lc = 100 mA
B 15 ‘ 30 UCE = 2V, -lc = 500 mA A
B ' 24 50 | 2
B 40 p C




Min | Typ | Max | MeBbedingungen

Pé&rchenbedingungen
i1 0,833 1
= ¥ 2
-lc=1A
UBE1 0,833 1,2
Usg2
Bestellbeispiel fiir einen Transistor Transistor GD 130 B - TGL 200-8240

der Stromverstéirkungsgruppe B
* nicht fiir Neuentwicklungen verwenden

Verlustleistung in Abhéingigkeit der Um-
gebungstemperatur fa

direkte Montage

- — == isolierte Montage

Kiihibleche, Alu 2 mm, vertikale Lage,
blank, Isolierung Pertinaxscheibe 0,1 mm

1 ohne Kihiflache

25= 25c¢m?

3S= 50 em?

4 S = 100 cm?

5 angendhrte ideale Kiihlung

Kollektor-Emitter-Spannung in Abhangig- 100 :
keit vom BasisabschluBwiderstand 1
Yp=45°C
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Mittlere Kennlinien flir #; = 52°C
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Kollektor-Reststrom als Funktion der Speri-
schichttemperatur
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